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В настоящее время широко ведутся исследования, посвященные веществам 
и материалам, находящимся в пленочном состоянии, и различным технологиям 
их получения. 
Комплексные исследования пленок стали проводить сравнительно недавно 
из-за трудностей, которые возникали при их изучении по сравнению с 
массивными образцами вследствие существенного влияния размерного эффекта 
на функциональные характеристики пленочного слоя. 
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Природа высокой фотопроводимости и фотовольтаического эффекта в 
полупроводниковых поликристаллических пленках очень близка: как 
фотопроводимость, так и фотополяризация возникает при освещении пленок, в 
объеме кристаллитов происходит генерация электронно-дырочных пар, а между 
объемом кристаллита и его поверхностью возникает разность потенциалов.  
В зависимости от технологии получения этих пленок, т.е. путем изменения 
совершенства зерен и электронных свойств границ зерен можно обнаружить 
либо высокую фотопроводимость, либо высоковольтный фотовольтаический 
эффект. Однако эти и другие подобные явления порой изучались до сих пор, с 
одной стороны так, как будто фотопроводимость и фотовольтаический эффект 
являются далекими друг от друга по природе фотоэлектрическими процессами.  
При изготовлении фоточувствительных пленок основным фактором 
является процесс термическая обработка (ТО), с помощью которой можно 
достигать не только нужной степени фоточувствительности, но и 
контролируемым образом воздействовать на электрические и 
фотоэлектрические параметры пленок. Свойства пленок CdTe, CdSe, CdS зависят 
от концентрации, типа и способа контролируемого введения примесей, метода и 
температуры обработки. Немаловажную роль при этом играют межзеренные 
границы: уменьшая подвижность и время жизни основных носителей, они 
стимулируют образование вторичных фаз и сегрегации примесей.  
После ТО образцы часто имеют шероховатую поверхность, образуются 
локальные микропустоты и микронеоднородности. При непосредственном 
соприкосновении легирующего порошка с поверхностями пленок появляются 
остатки лигатуры из-за неравномерной диффузии примесей, наличие которых 
приводит к закорачиванию контактов при получении фоточувствительных 
продольных структур, ухудшает временную и температурную стабильность 
электрических и фотоэлектрических характеристик как продольных, так и 
поперечных фоторезисторов. Поэтому одной из актуальных проблем является 
разработка более совершенной технологии легирования тонких пленок, а также 
исследование кинетики очувствления аномальной фотопроводимости (ФП) и 
АВФ свойства поликристаллических пленок.  
В ряде поликристаллических образцов CdS была обнаружена аномальная 
температурная зависимость электропроводности, проявляющаяся в резком 
уменьшении темнового тока в определенном температурном интервале при 
нагревании полупроводника. В пленках CdS:CuCl падение темновой 
проводимости достигало 7 порядков величины в области температур 200÷300 К. 
Единое законченное представление о механизме данного аномального явления 
до сих пор отсутствует. Поэтому исследование механизма и характера 
температуроной зависимости темновой проводимости фоточувствительных 
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тонких легированных пленок CdSe в зависимости от технологии получения и под 
действием слабого инфракрасного излучения представляет большой научный и 
практический интерес.  
Аномальный фотовольтаический эффект (АФВ) тесно связан со структурно-
чувствительными свойствами полупроводников и проявляется в виде генерации 
аномально больших фотонапряжений (АФН, порядка 10÷104. В/см), как правило, 
в специально косонапыленных тонких пленках с толщиной d≈1.0 мкм на 
диэлектрической подложке при возбуждении светом из спектральной области 
собственного и примесного поглощения. К настоящему времени накоплен 
значительный экспериментальный материал по изучению АФВ свойства пленок из 
CdTe. Так, детально исследованы влияние технологических параметров на 
изменение полярности фото-ЭДС, на угловые, спектральные, люкс-вольтовые, 
температурные и другие характеристики тонких слоев со стехиометрическим 
химическим составом и с нарушенной стехиометрией. Однако, до сих пор процессы 
формирования и разрушения АФН в зависимости от зарядового состояния и 
энергетического спектра структурных неоднородностей, таких, как собственные 
дефекты решетки, чужеродные примеси, поверхностные уровни и т.п., не 
рассматривались. Также не изучались электронные и атомные диффузионные 
процессы при термической обработке (ТО) поликристаллических образцов с АФВ 
свойством, отличающиеся особой сложностью таковых в монокристаллах.  
Поликристаллические пленочные структуры из халькогенидов кадмия 
отличаются высокой фоточувствительностью, обусловленной наличием 
специфических объемных фотоочувствляющих локальных r- и s- центров и 
особыми электронными свойствами зернограничной поверхности. Постоянно 
растет интерес к исследованию пленочной гетероструктуры CdS/CdTe. Как с 
физической, так и с прикладной точки зрения является актуальным создание 
интегральной пленочной структуры гетероструктуры, состоящей из 
высокочувствительного фоторезистивного слоя CdS и пленки CdTe с АФВ 
свойством и обнаружение в ней новых фотоэлектрических эффектов. В такой 
активной пленочной гетероструктуре путем модуляции фотопроводимости CdS 
можно осуществить оптическое селективное управление АФВ параметрами 
пленки CdTe, что позволяет использовать её в качестве оптического модулятора, 
фототранзистора, фотопереключателя элементов памяти и т.п.  
Целенаправленное применение поликристаллических пленок CdS, CdSe, 
CdTe во всех отраслях микроэлектроники, оптоэлектроники в течение долгого 
времени было ограничено тем, что в них всегда существовало множество 
протяжных дефектов, таких как границ зерен и дислокации. В зависимости от 
размеров кристаллитов, степени заряженности межзеренных границ, характера 
их взаимодействия с фоновыми и легирующими примесями свойства 
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поликристаллических полупроводников могут различаться необычно резко. В 
настоящее время изученность их возросла настолько, что существование этих 
дефектов является скорее не проблемой, а надеждой на будущее. 
Основная задача современной технологии получения совершенных пленок 
CdS, CdSe, CdTe - заранее придать им нужные свойства путем управления всеми 
видами дефектов, в частности, межзеренными границами, создать комплексные 
структуры, состоящие обычно из нескольких слоев пространственно 
разупорядеченных атомов, появляющихся в процессе приготовления пленок и 
понять, чем же определяется их свойства.  
Тонкие пленки широко применяются в качестве функциональных, 
упрочняющих, светоотражающих, проводящих и диэлектрических материалов 
при формировании контактов, изготовлении печатных плат, элементов 
интегральных схем в микроэлектронике, создании светофильтров, элементной 
базы оптоэлектроники, в современных литографических процессах. Благодаря 
интенсивным экспериментальным и теоретическим исследованиям в разработке 
технологии тонких пленок в последние годы достигнут значительный прогресс. 
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